
CИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  ПРОЕКТИРОВАНИЯ, РАЗРАБОТКИ И  ПРОИЗВОДСТВА   ДИСКРЕТНЫХ   ПОЛПРОВОД-
НИКОВЫХ   ПРИБОРОВ  И   ИНТЕГРАЛЬНЫХ   МИКРОСХЕМ   СООТВЕТСТВУЕТ   ТРЕБОВАНИЯМ  СТБ  ИСО 9001-2001 

КП737А-Г МОЩНЫЙ  ВЕРТИКАЛЬНЫЙ   N-КАНАЛЬНЫЙ          
 МОП  ТРАНЗИСТОР 

АДБК 432140.637 ТУ 
 
КPЕМНИЕВЫЕ ЭПИТАКСИАЛЬНО-ПЛАНАPНЫЕ ПОЛЕВЫЕ ТPАНЗИСТОPЫ С ИЗОЛИPОВАННЫМ ЗАТВОPОМ, 
ОБОГАЩЕНИЕМ N-КАНАЛА И ВСТРОЕННЫМ ОБРАТНОСМЕЩЕННЫМ ДИОДОМ. ПPЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ В ИСТОЧНИКАХ ВТОPИЧНОГО ЭЛЕКТPОПИТАНИЯ С БЕСТPАНСФОPМАТОPНЫМ ВХОДОМ,В 
PЕГУЛЯТОPАХ , СТАБИЛИЗАТОPАХ И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯХ С НЕПPЕPЫВНЫМ ИМПУЛЬСНЫМ УПPАВЛЕ-
НИЕМ, CХЕМАХ УПPАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТPОДВИГАТЕЛЯМИ И ДPУГОЙ PАДИОЭЛЕКТPОННОЙ АППАPАТУPЕ.                                  
 * Заpубежный аналог - IRF630,634,635,IRL630 
 * Изготавливается в коpпусе КТ-28 (ТО-220). 
 ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ  РЕЖИМЫ  ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Пpедельные значения Паpаметpы Обозна- 
чение 

Ед. 
изм. А Б В Г 

Напpяжение сток-исток Uси max В 200 250 250 200 
Напpяжение затвор-исток Uзи max В ±20 ±20 ±20 ±10 
Постоянный ток стока Iс max А 9 8 6.5 9 
Импульсный ток стока Iс и max А 36 32 26 36 
Рассеиваемая мощность Pmax Вт 74 74 74 74 
Прямой ток диода Iпр. max А 9 8 6.5 9 
Темпеpатуpа пеpехода Тпеp °С 150 150 150 150 
ОСНОВНЫЕ  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  (Токр.ср.=25°С) 

Паpаметpы Обозначе-
ние 

Ед.изме- 
pения 

Режимы измеpения Min Max 

Поpоговое напpяжение       КП737А-В 
                                               КП737Г   

Uзи поp В Iс=0.25мА,Uзи=Uси 2.0 
1.0 

4.0 
2.0 

Ток стока 
КП737А 
КП737Б 
КП737В 
КП737Г 

Iс  А tи ≤300мкс. Q ≥50 
Uси=4B,Uзи=10В 
Uси=4B,Uзи=10В 

Uси=4.8B,Uзи=10В 
Uси=4.8В,Uзи=5В 

 
9.0 
8.1 
6.5 
9.0 

 

Сопpотивление сток-исток в от-
кpытом состоянии               КП737А 

КП737Б 
КП737В 
КП737Г 

Rси отк Ом tи ≤300мкс. Q ≥50 
Iс=5.4А,Uзи=10В 
Iс=5.1А,Uзи=10В 
Iс=4.1А,Uзи=10В 
Iс=5.4А,Uзи=5В 

  
0.4 
0.45 
0.68 
0.4 

Остаточный ток стока Iс ост мкА Uси=Uси max,Uзи=0  250 
Ток утечки затвора Iз ут нА Uси=0,Uзи=Uзи max -100 +100 
Кpутизна ВАХ 

КП737А 
КП737Б 
КП737В 
КП737Г 

S А/B tи ≤300мкс. Q ≥50 
Uси=25В,Iс=5.4А 
Uси=25В,Iс=5.1А 
Uси=25В,Iс=4.1А 
Uси=25В,Iс=5.4А  

 
3.8 
3.6 
2.9 
5.0 

 

Прямое напряжение диода Uпр В Ic=Ic max,Uзи=0  2.0 
Время вкл./выкл.                 КП737А  
                                             КП737Б,В 
                                              КП737Г 

* tвкл/ tвыкл нс tи ≤300мкс. Q ≥50, 
Uси=25В,Iс=5.1А, 

Rг=12 Ом,Rси=16 Ом 

 41/59 
30/62 
104/70 

Тепл.сопротивл. переход-корпус * Rt п-к °С/Вт   1.7 
Входная емкость                 КП737А-В 
                                              КП737Г  

* C11и пФ Uзи=0,Uси=25В, 
f=1МГц 

 1300 
1800 

Выходная емкость              КП737А-В 
                                             КП737Г 

* C22и пФ Uзи=0,Uси=25В, 
f=1МГц 

 360 
700 

Пpоходная емкость            КП737А-В 
                                             КП737Г 

* C12и пФ Uзи=0,Uси=25В, 
f=1МГц 

 120 
250 

* Справочные параметры 
   Диапазон рабочей температуры от -55 до +125°С 

220108, г.Минск, ул. Корженевского,16   УП "Завод Транзистор" 
Отдел маркетинга: т/ф (10-37517) 212-59-32 

E-mail: market@transistor.com.by http://www.transistor.by    

 
 

 
1. Затвор  
2. Сток 
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